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1.研究背景 

Ba2Ti13O22 の結晶構造は、三角格子から周期的に

原子が抜けた層を基本構造として、それが三層ずつ

c 軸方向に積層するものである[2]。Ba2Ti13O22 は、

電気抵抗率の温度依存性や電子線回折、TEMの高分

解能像などの結果から、205K 付近で一見電荷密度

波に類似した電子相転移を起こすが、転移温度以下

の磁化率の温度依存性など従来の電荷密度波とは異

なる性質を持つ[1]。そこでこの相転移の本質を理解

するために Ba2Ti13O22の Ti の一部を V に置換した

Ba2Ti13－xVxO22(x≦2)の単結晶を作製し物性測定を

行った。 

2.実験方法 

BaTiO3、TiO2、V2O3、Tiを化学量論比で混合し、

仮焼きをせず Floating Zoon 法を用いて単結晶を作

製した。背面ラウエ法を用いて単結晶の軸方向を決

定し、電気抵抗率、磁化率、比熱、ホール係数、光

学反射率、ICP発光分光分析を行った。 

3.結果、考察 

 電気抵抗率については、Ｖドーピングによって

Tc=205K付近の異常が消失し、温度を下げるにつれ

て単調に増加する振舞を示した(Fig.1)。 磁化率でも

同様に Tcでの異常が消失し、低温ではキュリーワ

イス的な振舞に変化した。(Fig.2)。このことより、

V ドーピングにより電子相転移が消失したことが

示唆される。 

比熱測定から Ba2Ti13O22には Tcに異常が現れる

が、Ba2Ti13－xVxO22では異常がなくなること、また、

V ドーピングによって電子比熱が大きくなること

が分かった(Fig.3)。この結果は、電子相転移消失に

よって、フェルミ面が復活して状態密度が増えるこ

とによって説明される。 

ホール係数は、Ba2Ti13O22では Tc 以下で負から

正へ符号変化したのに対して Ba2Ti12VO22 では高

温相から低温相まで負のまま符号変化しない

(Fig.4)。この結果も、電子相転移の消失という解釈

とコンシステントである。 

光学反射率から求めた損失関数は、2eV付近にピ

ークを持ち、これはインギャップ遷移の縦波モード

に対応する。(Fig.5)。Ba2Ti12VO22のピーク幅は母

物質の Ba2Ti13O22 のピーク幅より大きくなり、ま

た温度低下に伴うピーク幅の減少が小さくなった。

これは、V ドープによって系に不均一が導入され、

電子の散乱が大きくなったからだと解釈される。 
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Fig.2 Ba2Ti13-xVxO22の磁化率 Fig.1 Ba2Ti13-xVxO22の電気抵抗率 

Fig.4 Ba2Ti13-xVxO22のホール係数 Fig.3 Ba2Ti13-xVxO22の比熱 

Fig.5 Ba2Ti13-xVxO22の損失関数 
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